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6 Halbleiterelement.

@ Das Halbleiterelement hat eine Mehrzahl von Haupt- 8238 92 37 61 91 8 35 3 3 8 7
elektroden, die auf den entsprechenden Oberflachen q
T . NIV RNNENNAN S
eines Halbleitersubstrates aufgebracht sind, wobei eine ’ )\\_‘2-‘
Hauptelektrode (2) von einer Gateelektrode umschlossen
auf einer Oberfliche in dekonzentrierte Art und Weise

angeordnet ist, und eine Mehrzahl von Gateklemmen, die : i ] -
mit den entsprechenden Gateelektroden (51, 53) in Berei- 53 84 51 1 2 4 N
chen am nachsten bei oder entferntest vom Zentrum der

Oberfliche des Substrates (1) in Druckkontakt stehen,

wobei jede Gateklemme Uber einen Verbindungsleiter an

einen Gateleiter (6} angeschlossen sind.

UUKTHRIIARITHWIN cH eso478 AS



1 CH 680 478 A5 2

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifit ein Halblei-
terelement, bei der Gateelekiroden in Kontakt mit ei-
ner Mehrzahl von Gateelekirodenbereichen ste-
hen, die auf der Oberflaiche einer Halbleitersub-
stanz ausgebildet sind.

Ein Halbleiterelement mit dem vorstehend be-
schriebenen Aufbau, mit einem Abschaltthyristor
(GTO) und einem umgekehrt leitenden Abschaltthyri-
stor ist bekannt, welcher aus einem Abschaltthyri-
stor und einer Diode besteht, die auf dem gleichen
Halbleitersubstrat integriert sind. Zum Beispiel sind
eine Gateelekirode verbindende Strukiur in einem
Abschaltthyristor, eine Zentrumgate-Struktur, eine
Zwischenringgate-Struktur, eine Randgate-Siruk-
tur, usw. bekannt.

Fig. 2 zeigt einen Schnitt eines Beispiels des Auf-
baues mit Zentrum. Wie die Fig. 2 zeigt, sind separa-
te Kathodenelektroden auf einer Oberflache
(Oberseite) eines Halbleitersubstrates vorgesehen
und eine Gateelekirode ist auf der Flache des
Halbleitersubsirates angeordnet, welches in einer
Art und Weise abgestuft ist, dass die Kathoden-
elekiroden umschlossen und ein Kurzschiuss ver-
hindert wird. Mit einer Hauptflache ist ein Katho-
denhalter 3 nur tber eine Kontakielekirodenplatte 3
in Kontakt, welche nur mit der von der Gateelekiro-
denebene abstehenden Kathodenelektrodenebene
in Kontakt kommt, wahrend ein Anodenhalter 4 mit
der anderen Hauptflache (Unterseite) des Halblei-
tersubstrates in Kontakt ist, sind beide Halter 3, 4
durch einen thermischen abschliessenden Isolier-
ring 31 integral verbunden und bilden dadurch ein
Halbleiterelement. Der Kathodenhalter 3 ist mit ei-
ner Leiterrille versehen, die sich vom Randbereich
zum Zentrum erstreckt und ein Loch ist im Zentrum
der Rille ausgebildet. Ein Ende eines Gateleiters 86,
der durch lIsoliermaterial 81 gehalten wird, steht
Uiber das Loch im Zentrum der Kontaktelekiroden-
platte 2 mit der Gateelekirode des Halbleitersub-
strates 1 in Druckkontakt und das andere Ende des
Leiters 6 ist an ein Gateleiterrohr 7 angeschlossen,
um diesen herauszufithren, so dass ein Thyristor
mit einem Aufbau mit Zentrumgate gebildet wird.

Die Fig. 3 zeigt einen Schniit eines Aufbaues mit
einem Zwischenringgate. Der Aufbau des Elemen-
tes als Ganzes ist gleich den in Fig. 2 gezeigten. Die
Kathodenhalter 3 ist mit einer ringférmigen Rille ver-
sehen, um einen Druckkontakt an einer Stelle her-
zustellen, die zwischen dem Zentrum und dem Rand
des Halbleitersubstrates 1 liegt. Die Kontaktelektro-
denplatte 2 ist an der Rille durch im wesentlichen die
gleiche Trennweite in einen zentralen Bereich und
einen Randbereich unterteilt. Eine ringformige Gate-
klemme 52, die beweglich in die Rille des Kathoden-
halters 3 eingesetzt ist, wird durch ein ringférmiges
Federorgan 92, welches {ber eine Isolierplatte 82
am Grund der Rille anliegt, in Druckkontakt mit der
Gateelekirode gebracht. Ein Ende des Gateleiters 6
ist an die Gaieklemme 52 angeschlossen und das an-
dere Ende ist an das Gateleiterrohr angeschlossen,
so dass ein Aufbau mit einem Zwischenringgate ge-
bildet wird.

Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch den Randab-
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schnitt eines Ausfilhrungsbeispiels eines Aufbau-
es mit einem Ringgate am Umfang. An einem Isolier-
block 32, der an der Innenseite des hermetisch ab-
dichtenden Isolierblockes vorgesehen ist, ist ein
elektrisch leitendes Material mit einem Mittel zum
elekirischen Anschluss des Elementes befestigt.
Ein Ende einer federahnlichen Gateklemme 53 ist an
das elekirisch leitende Material 33 angeschiossen
und das andere Ende steht durch die Wirkung der
Feder in Druckkontakt mit einer ringférmigen Gate-
elekirode 34 am Umfang der Hauptflache des
Halbleitersubstrates 1, so dass ein Aufbau mit Ring-
gate gebildet wird.

Ein umgekehrt leitender Abschalithyristor ist aus
einem Abschaltthyristor mit einer Selbstldschener-
gie und einer Fly-wheel-Diode aufgebaut, die auf
der gleichen Siliziumscheibe integriert sind. Diese
Thyristorart kann die Grosse und das Gewicht des
Elementes herabsetzen und durch Anwenden eines
Inverters hohe Leistung abgeben.

Fig. 5 zeigt einen Schnitt des Aufbaues eines Ele-
mentes eines umgekehrt leitenden Abschaltthyri-
stors. Der Abschaltbereich 10 am inneren Randab-
schnitt des Halbleitersubstrates 1 ist aus einer p-
Emitterschicht 11, einer n-Basisschicht 12, einer p-
Basisschicht 13 und einer n-Emitierschicht 14, die
segmentférmig ausgebildet sind, aufgebaut, und der
Diodenabschnitt 20 am &usseren Randabschnitt ist
aus einer n*~Schicht 21, einer n-Schicht 22 und ei-
ner p-Schicht 23 aufgebaut. Die n-Schicht 12, die n-
Schicht 22, die p-Schicht 13 und die p-Schicht 23
sind untereinander verbunden. Auf den Oberfla-
chen der n-Emitterschicht 14 und der p-Schicht 23
sind Kathodenelekiroden 15 vorgesehen und die
nicht gezeigten Kathodenhalter stehen iiber Kon-
taktelekirodenplatten aus Molybdén oder derglei-
chen, das einen dem Silizium entsprechenden Wir-
meausdehnungskoeffizienten hat, mit den Katho-
denelektroden in Druckkontakt. Auf der Oberfla-
che der p-Basisschicht 13 sind Gateelekiroden 16
aufgebracht, welche die Segmente der n-Emitter-
schicht 14 umschliessen. Eine nicht gezeigte Gate-
Klemme steht mit einem Abschnitt im Zentrum des
Elementes in Druckkontakt. Auf den Oberflichen
der p-Emitterschicht 11 und der n*—Schicht 21 ist ei-
ne Anodenelekirode 18 vorgesehen und der An-
odenhalter (nicht dargestellt) steht mit der Anoden-
elekirode 18 in Druckkontakt. An der Grenze des
Abschaltabschnittes 20 ist eine Trennrille 19 ausge-
bildet, um den Abschaltabschnitt und den Diodenab-
schnitt gegenseitig elekirisch zu isolieren. Es ist er-
forderlich, einen Strom an die Gateelektroden 16 an-
zulegen, um den Abschaltabschnitt «einzuschalten»
und einen Strom aus den Gateelekiroden 16 abzulei-
ten, um die Abschaltabschnitte «abzuschalten». Ei-
ne derartige Gatesteuerung wird von einer Gate-
elektrode ausgefithrt. In Fig. 5 ist ein Aufbau mit
Zentrumgate gezeigt, jedoch kann das Element ei-
nen Aufbau mit ringfdrmigem Zwischengate eines
Aufbaues mit Ringgate am Umfang haben. Beim Auf-
bau mit Ringgate am Umfang kommt die Gateklemme,
die am &ussersten Rand des Abschaltabschnittes
angeordnet ist, mit den Gateelekiroden an der In-
nenseite des Diodenabschnitts 20 in Kontakt.

Bei einem Halbleiterelement, z.B. einem Ab-
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schaltthyristor, in dem zeitweilig hohe elekirische
Strome zum Zeitpunkt der Abschaltung an den
Gateelekiroden fliessen, ist es erwiinscht, den Kon-
taktbereich einer Gateelekirode und einer Gate-
klemme oder dergleichen so gross als méglich zu ma-
chen, um einen hohen Strom aus der Gateelektrode
abzuleiten, und mit einem mdglichst kleinen Wider-
stand zu verbinden, um den Querspannungsabfall
s0 weit als moglich zu verringern, wenn ein Strom in
der Gateelektrode fliesst.

Bei einer bekannten Gateelektrodenanschluss-
Strukiur fiir einen in Fig. 2 gezeigten Aufbau mit
Zentrumgate, wird der Querspannungsabfall der
Gatelekirodenschicht zwischen dem Kontakiab-
schnitt am Ende des Gateleiters 6 und dem Rand des
Halbleitersubstrates 1 durch die Dicke der Elektro-
denschicht so begrenzt, dass der Spannungsabfall
gross wird, weil der Gatestrom nur aus Kontaktab-
schnitt am Ende des Gateleiters 6 im Zentrum abge-
leitet wird. Wird beispielsweise angenommen, dass
der im Gateleiter 6 fliessende Strom 100 A hat, er-
reicht die Gatespannung mehrere hundert Millivolt.
Daraus resultiert, dass es unmdglich ist, die Gate-
sperrung in der Ebene einheitlich zu machen, wo-
durch wegen der Stromdichte Abschali-Unterbrii-
che méglich sind. Bei dem in Fig. 4 gezeigten Auf-
bau mit peripherem Ringgate ist der Kontakibereich
der Gateelekirode 34 und der Gateklemme 53
gross, jedoch ist der durch den in der Gateelekiro-
denschicht fliessenden Strom erzeugte Widerstand
der gleiche wie der bei einem Aufbau mit Zentrumga-
te, wodurch der Abschalt-Unterbruch méglich wird.
Bei dem in Fig. 3 gezeigten Aufbau mit ringférmigem
Zwischengate ist die ringformige Gateklemme 52 in
einem Zwischenabschnitt in der radialen Richtung
auf der Hauptflache des Halbleitersubstrates 1 vor-
gesehen und der Kontakibereich der Gateelekirode
ist sehr gross. Weil der Widerstand der Gateelek-
trodenschicht ungefahr nur die Halfte des Wider-
standes der anderen Strukturen ausmacht, wird der
Querspannungsabfall ber die Gateelektrode her-
abgesetzt. Weil die die ringférmige Gateklemme 51 in
Druckkontakt bringende ringférmige Gateelekirode
in einem Zwischenabschnitt der einen Hauptfldche
des Halbleitersubstrates 1 vorgesehen ist, wird der
effektive Kathodenbereich so reduziert, dass die
Kathodenstromdichte erhoht wird, wodurch der
Durchlassspannungsabfall zwischen den Haupt-
elekiroden unvorteilhaft ansteigt.

Ziel der Erfindung ist, ein Halbleiterelement zu
schaffen, bei dem die vorstehend beschriebenen
Nachteile nicht auftreten und der einen Gateelek-
trodenaufbau hat, mit dem der Querspannungsab-
fall der Gateelektrode ohne Reduzierung des effek-
tiven Bereichs einer Hauptelekirode reduziert wer-
den kann.

Dieses Ziel wird erfindungsgemass erreicht
durch eine Mehrzahl von Hauptelekiroden, die auf
den entsprechenden Oberflachen eines Halbleiter-
substrates aufgebracht sind, wobei eine Hauptelek-
trode von einer Gateelektrode umschlossen auf ei-
ner Oberflache in verteilter Art und Weise ange-
ordnet ist, und eine Mehrzahl von Gateklemmen, die
mit den entsprechenden Gateelekiroden in Berei-
chen am nachsten bei oder entferntest vom Zen-
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trum der Oberfliche des Substrates in Druckkon-
takt stehen, wobei jede Gateklemme liber einen Ver-
bindungsleiter an einen Gateleiter angeschlossen
ist. Ein Ausfilhrungsbeispiel des Elementss ist er-
findungsgeméss durch die kennzeichnenden Merk-
male des Anspruches 2 gekennzeichnet.

Weil die Gateklemmen, die durch einen An-
schiussleiter untereinander und mit einem Gateleiter
verbunden sind, mit den Gateelektroden in Berei-
chen am nachsten zu und am entferntesten vom
Zentrum des Halbleitersubstrates in Druckkontakt
stehen, wird der im Abschaltzeitpunki fliessende
Gatestrom am innersten und &ussersten Randab-
schnitt des Gate gleichméssig abgeleitet, so dass
der Querspannungsabfall an der Gatelekirode ver-
ringert wird, wodurch Abschalt-Unterbriiche ver-
mieden und die Abschaltleistung erhoht wird. Weil
die Gateklemme nicht in Kontakt mit dem Zwi-
schenabschnitt der Gateelekirode steht, ist es aus-
serdem unnétig, eine ringférmige Gateelekirode am
Zwischenabschnitt vorzusehen, wodurch die Re-
duktion des effektiven Bereiches der Hauptelekiro-
de vermieden wird. Bei einem umgekehrt leitenden
Abschaltthyristor wird die dem Substratbereich ent-
sprechende Schalileistung ohne Reduzierung der
Bereiche des Abschaltthyristors und der Diode si-
chergestellt.

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile sind
darin zu sehen, dass durch Kontaktierung der Gate-
klemmen mit einer Gateelekirode in Bereichen am
néchsten bei bzw. am entferntesten vom Zentrum ei-
nes Halbleiterelementes und Ableitung eines Gate-
stromes aus beiden Bereichen es mdglich ist, einen
Gatestrom auf einem kurzen Weg ohne Reduzie-
rung des effektiven Bereiches der Hauptelekirode
abzuleiten, und dass die Abschaltleistung erhoht
werden kann.

Die Erfindung wird anhand der beiliegenden
Zeichnungen erlautert.

Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein Ausfilhrungsbei-
spiel der Erfindung, die bei einem Abschaltthyristor
angewendet wird,

Fig. 2, 3 und 4 Schnitte von unterschiedlichen
Gatestrukturen bei bekannten Abschaltthyristoren,

Fig. 5 einen Schnitt durch den Hauptteil des Auf-
baues eines umgekehrt leitenden Abschaltthyri-
stors,

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines Gate-
klemmenkorpers fiir den in Fig. 1 gezeigten Ab-
schalithyristor,

Fig. 7 eine auseinandergezogen dargestellte per-
spektivische Ansicht eines anderen Ausfilhrungs-
beispiels der Erfindung, die bei einem umgekehrt lei-
tenden Abschaltthyristor angewendet ist,

Fig. 8 einen Schnitt durch den Hauptteil eines
Druckkontakimechanismus eines Ausfilhrungsbei-
spiels der Erfindung, der bei einem umgekehrt lei-
tenden Abschaltthyristor angewendet ist,

Fig. 9 einen perspektivisch dargestellten Schnitt
des Hauptteiles eines umgekehrt leitenden Ab-
schaltthyristors, und

Fig. 10 eine auseinandergezogen dargestellte
perspektivische Ansicht eines weiteren Ausfilh-
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rungsbeispiels der Erfindung, das bei einem umge-
kehrt leitenden Abschaltthyristor angewendet ist.

In Fig. 1 sind die Merkmale, die den in den Fig. 2
bis 4 dargestellten Elemente gleichen, mit den glei-
chen Bezugszahlen bezeichnet. Das in Fig. 1 ge-
zeigte  Ausfiihrungsbeispiel unterscheidet sich
grosstenteils von den bekannten Elementen da-
durch, dass die Gateklemmen im Zentralabschnitt
und dem &usseren Randabschnitt des Halbleitersub-
sirates unabhéngig voneinander mit den Gateklem-
men in Druckkontakt gebracht werden, dass die Ga-
teklemme am dusseren Rand und die Gateklemme im
Zentrum durch einen Anschlussleiter zu einem Ga-
teklemmenkérper verbunden sind und dass ein Lei-
ter an den Gateklemmenabschnitt im Zentrum ange-
schlossen ist, um einen Sirom nach aussen abzulei-
ten.

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Abschalithyristor wird
ein im voraus erzeugter Gateklemmenkorper 5, der
in Fig. 6 gezeigt ist, als Montageglied verwendet.
An die zentrale Gateklemme 51, die mit dem Zentrum
des Gatebereiches in Kontakt steht, ist die ringfor-
mige Gateklemme 53, die mit dem Gatebereich am
ausseren Rand in Kontakt steht, durch einen Ver-
bindungsleiter 61 koaxial angeschlossen und der Lei-
ter 6 ist ferner an die zentrale Gateklemme 51 ange-
schlossen. Die Gateklemmen 51, 53 haben eine
Dicke von 4 bis 5 mm und deren Stirnflichen sind
mit Nickel plattiert. Der in Fig. 1 dargestelite Ab-
schaltthyristor ist an einen hermetisch dichtenden
Isolierring 31 angeldtet und mit dem Kathodenhalter
3 versehen, um den Gateklemmenkérper 5 daran zu
montieren. Im Mittelabschnitt des Kathodenhalters
3 sind eine Ausnehmung 35 zur Aufnahme der zen-
tralen Gateklemme 51 und eine Rille 36 vorgesehen,
durch die die zentrale Gatekiemme 51 in das Leiter-
rohr 7 gefiihrt ist und in welchem der Gateleiter 6
eingefithrt ist. Am Randabschnitt des Kathodenhal-
ters 3 ist ein abgestufter Abschnitt 37 vorgesehen,
der mit der ringférmigen Gateklemme 53 Uberein-
stimmt. In dem vertieften Abschnitt 35 im Zentrum
des Kathodenhalters 3 ist ein Isoliergehzuse 83 aus
keramischem Material oder dergleichen eingesetzt
und in das Isoliergehduse 93 ist ein Federorgan 91
eingesetzt. Am abgestuften Abschnitt 37 sind ein
ringférmiges Federelement 92, ein Abstandsstiick
38 und eine Isolierplatte 82 angeordnet. Die Gate-
klemme 5 ist am Kathodenhalter 3 so montiert, dass
die zentrale Gateklemme 51 in das Isoliergehéuse 83
eingefiihrt ist, die periphere Gateklemme 53 wird
durch den abgestuften Abschnitt 37 durch die Iso-
lierplatte 82 gehalten und der Gateleiter 6 ist in die
Rille 36 eingefiihrt, dessen Enden in dem Gaterohr-
leiter 7 festgelegt sind. Nach der Kontaktelektro-
denplatie 2 werden ein Isolierring 84, das Halblei-
tersubstrat 1 und der Anodenhalter 4 in dieser Rei-
he aufgebracht, der Anodenhalter 4 und der
Isolierring 31 werden durch Lichtbogenschutzgas-
schweissen mit Helium lufidicht verschweisst, so
dass der in Fig. 1 gezeigte Abschalithyristor eni-
steht. Weil die zentrale Gateklemme 51 und die
durch die Feder 91 und die Gateklemme 53 durch die
Feder 91 und die ringférmige Feder 93 in Druckkon-
takt mit dem Gateelekirodenbereich am Aussersten
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Umfang gehalten sind, wird ein guter Kontakizu-
stand erreicht.

Bei diesem Ausfiinrungsbeispiel wird der wah-
rend des Abschaltzeitpunktes fliessende Gate-
strom in einen Teilstrom, der aus dem Gateelekiro-
denbereich im Zentrum zur zentralen Gateklemme 51
fliesst, und einen Teilstrom unterteilt, der aus dem
ringformigen Gateelektrodenbereich am &ussersten
Rand zur Gateklemme 53 fliesst und durch die ndhe-
re Klemme abgeleitet wird. Deshalb wird der Wider-
stand des Gates um ca. die Halfte im Vergleich zum
Widerstand bei bekannten zentralen Gatestrukiu-
ren oder einer &dusseren Randgatestruktur redu-
ziert. Der aus der zentralen Gateklemme 51 abge-
nommene Strom wird Uber den Gateleiter 6 und das
Gateleiterrohr 7 aus dem Element abgenommen. Der
durch die ringfdrmige Gateklemme 53 abgenommene
Strom wird Uber den nachsten Verbindungsleiter 61,
den Gateleiter 6 und das Gateleiterrohr 7 herausge-
fuhrt. Nach der Struktur des Gateklemmenkérpers
dieses Ausfihrungsbeispiels wird der Gatesirom
Uber eine kurze Strecke vom Gate nach aussen
gleichmassig und bei einem geringen Widerstand ab-
genommen, so dass der Querspannungsabfall der
Gateelekirode gering ist und die Mboglichkeit des
Abschalt-Unterbruches ausgeschlossen ist. Damit
wird die Abschaltleistung erhht. Ausserdem ist der
effektive Kathodenbereich nicht ungleich dem be-
kannten Aufbau mit Zwischenringgate reduziert.

In Fig. 7 sind die gleichen Elemente wie die in den
Fig. 1, 5 und 6 gezeigten mit den gleichen Bezugs-
zahlen bezeichnet. Der Abschaltabschnitt 10 ist am
inneren Randabschnitt des Halbleitersubstrats 1
und der Diodenabschnitt 20 ist am &usseren Rand-
abschnitt vorgesehen und die Trennrille 19 ist zwi-
schen diesen in der gleichen Weise wie bei dem in
Fig. 5 gezeigten Thyristor ausgebildet. Die zentrale
Gateklemme 51 und die Gateklemme 53 des Gate-
klemmenkdrpers 5 stehen mit der Gateelekirode 16
des Abschaltbrereiches 10 im Mittelbereich bzw.
dem ringformigen Bereich in Kontakt. In der Kon-
taktelektrodenplatte 2 aus Molybdan mit einer
Dicke von 1,5 mm sind ein in der Mitte kreisférmiges
Fenster 41 und am Rand ein bogenférmiges Fenster
42 ausgebildet, um die Gateklemmen 51 und 53
durchzufithren. In diesem Fall ist die Gateklemme 53
in vier Teile unterteilt und am Rand sind vier Fen-
ster 42 vorgesehen. Ist die Gateklemme 53, wie in
Fig. 6 gezeigt, ringformig, ist die Kontaktelekiroden-
platte 2 in zwei Platien unterteilt. Um einen einheitli-
chen Druck auf die Kathodenelekiroden des Ab-
schaltabschnittes 10 und den Driodenabschnitt 20
aufzubringen, ist es erforderlich, die Dicke der
zwei getrennten Kontaktelektrodenplatten mit einem
Unterschied in der Gréssenordnung von mehreren
pm herzustellen. Diese Ausfithrungsform ist jedoch
mit nur einer Kontaktelektrodenplatte 2 ausrei-
chend, wie vorstehend beschrieben. Dadurch wird
die Herstellung der Kontaktelekirodenplatte mit ei-
ner Ebenheit von mehreren pm erleichtert. Es ist
selbstverstandlich, dass die Gateklemme 53 ring-
formig sein kann und die Kontaktelekirodenplatte 2
kann in zwei Abschnitte aufgeteilt sein.

In der Fig. 8 sind die gleichen Elemente wie in den
Fig. 1 und 5 mit den gleichen Bezugszahlen bezeich-
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net. Der Kathodenhalter 3 wird Uber die Kontakt-
elekirodenplatte 2 mit den Kathodenelektroden 15
des Abschaltabschnittes 10 und des Diodenab-
schnittes 20 in Druckkontakt gebracht. Im Mittelteil
des Kathodenhalters 3 ist eine zylinderformige Aus-
nehmung 35 ausgebildet und eine bogenférmige
Ausnehmung 39 ist so angeordnet, dass sie der
Trennrille 19 an der Grenze des Abschaltabschnit-
tes und des Diodenabschnittes 20 an der Oberfl&-
che des Siliziumsubstrates gegentberliegt. Die zy-
lindrische Gateklemme 51 und die Feder 91 sind in die
Ausnehmung 95 eingesetzt und die Gateklemme 53
ist durch das Isoliergehduse 83 von Kathodenhalter
3 und der Feder 93 isoliert. Die Gateklemmen 51, 53
werden durch die Federkraft der Federn 91 bzw. 93
in Druckkontakt mit der Gateelektrode 16 im Mittel-
teil bzw. dem &usseren Randabschnitten gebracht
und durch einen Verbindungsleiter (nicht darge-
stellt) untereinander verbunden. Die Gateklemmen
51, 53 sind an das Gateleiterrohr 7 angeschlossen,
das am keramischen Isolierring 31 und dem Gatelei-
ter 6 befestigt ist. Bei diesem Aufbau ist der Kon-
taktbereich des Kathodenhalters 3 und der Katho-
denelekirode 15 {iber die Kontaktelekirodenplatte 2
durch diese Elemente nicht beeinflusst, weil die &us-
sere Gateklemme 53 und die die innere Gateklemme
51 driickende Feder 91 oberhalb der Trennrille 19
zwischen dem Abschaltabschnitt 10 und dem Di-
odenabschnitt 20 angeordnet sind, wird die Schalt-
leistung Uber die Kathodenelektrode nicht herabge-
setzt. Wie Fig. 9 zeigt, betragt die Breite w der Kon-
takiflache der Gateelekirode 16 mit der Gateklemme
53 zwei bis drei Millimeter und die Gateelekiroden 16
umschliessen eine Mehrzahl von segmentférmigen
n-Emitterschichten, die im Abschaltabschnitt 10 an-
geordnet sind.

In Fig. 10 sind die gleichen Elemente wie in Fig. 7
mit der gleichen Bezugszah! bezeichnet. Bei diesem
Ausfiihrungsbeispiel ist der Gateklemmenkdrper 5
mit einer ringférmigen Gateklemme 53, die mit den
dussersten ringférmigen Bereichen der Gateelek-
trode in Kontakt steht, und vier inneren bogenformi-
gen Gateklemmen 54 versehen, welche mit dem in-
nersten ringformigen Bereich in Kontakt stehen,
weil der Abschaltabschnitt 10 getrennt durch die
Trennrille 19 ausserhalb des Diodenabschnittes 20
angeordnet ist. Die Kontaktelekirodenplatie 2 hat
einen Kleineren Durchmesser als der Innendurch-
messer der ringformigen Gateklemme 53 und ist mit
vier Fenstern 43 versehen, durch welche die inne-
ren Gateklemmen 54 ragen, so dass es nicht erfor-
derlich ist, die Kontaktelekirodenplatte 2 in zwei Tei-
le, wie bei dem in Fig. 7 gezeigten Ausflihrungsbei-
spiel, zu unterteilen.

Das beschriebene Halbleiterelement hat eine
Mehrzahl von n-Emitterschichten, in welchen die
Kathodenelekiroden durch die Gateelektroden um-
schlossen sind. Es ist aber auch mdglich, das
Halbleiterelement mit einer Mehrzahl von p-Emitter-
schichten zu versehen, in welchen die Anodenelek-
troden durch die Gateelektroden umschlossen sind.

Patentanspriiche

1. Halbleiterelement, gekennzeichnet durch eine
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Mehrzahl von Hauptelektroden, die auf den ent-
sprechenden Oberflachen eines Halbleitersubstra-
tes aufgebracht sind, wobei eine Hauptelekirode
von einer Gateelektrode umschlossen auf einer
Oberfléache in verteilter Art und Weise angeordnet
ist, und eine Mehrzahl von Gateklemmen, die mit
den entsprechenden Gateelekiroden in Bereichen
am néchsten bei oder entferntest vom Zentrum der
Oberfliche des Substrates in Druckkontakt ste-
hen, wobei jede Gateklemme uber einen Verbin-
dungsleiter an einen Gateleiter angeschlossen sind.

2. Element nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch einen Abschaltthyristor und eine Diode, die
im Mittelabschnitt und dem Randbereich des glei-
chen Halbleitersubstrates vorgesehen sind, so
dass der Abschaltthyristor und die Diode durch ei-
ne in einer Oberfléiche des Halbleitersubstrates ab-
getragene Trennrille voneinander elektrisch isoliert
sind, durch Segmente einer Emitterschicht, die auf
der Oberflache des Abschalithyristors vorgese-
hen sind, eine Elektrode, die auf der Oberflache je-
des Segmentes ausgebildet ist, einen Elektrodenhal-
ter, der mit der Elekirode im Druckkontakt steht, ei-
ne Gateelekirode, die auf der Flache einer Basis-
elekirode, die jedes der Segmente einschliesst,
ausgebildet ist und Gateklemmen, die mit den ent-
sprechenden Gateelektroden des Abschaltthyri-
stors in Bereichen am nachsten bei und entfernte-
sten vom Zentrum der Oberflache des Substrates
in Druckkontakt stehen, wobei der driickende Me-
chanismus der Gateklemme, die mit der Gateelekiro-
de im vom Zentrum der Hauptflache des Substrates
entferntesten Bereich in Kontakt kommt, in dem Ab-
schnitt der Halteelektrode vorgesehen ist, die der
Trennrille gegeniberliegt.
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